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１．概要（Summary） 

本課題では、光通信帯光源が利用可能なテラヘルツ

(THz)波発生検出用光伝導アンテナ(PCA)用低温成長

GaAs系半導体を分子線エピタキシャル(MBE)法を用

いて 180℃以下の温度で堆積した後、アニール処理を

行い、その結晶性評価と導電性制御に取り組んだ。 

 THz 分野では、1.5μm 帯に波長を有する小型で

比較的安価な超短パルスファイバーレーザを光源に

適用可能な PCA を実現し、低コストかつ省スペース

な THz 時間領域分光システムを開発することが望ま

れている。本課題は、当該光源が利用可能な THz 波

発生検出用 PCA の実現を最終目的としたものである。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

ホール効果測定装置 

【実験方法】 

InP 基板上に分子線エピタキシャル(MBE)成長法

を用いて 160 ℃で成長および堆積した InxGa1-xAs に

ある元素 A をイオン注入し、550 ℃で熱処理を行っ

た。当該試料に対して In・Sn はんだを用いたオーミ

ック電極を作製し、その後ホール効果測定を行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

当該 InxGa1-xAs の X線回折スペクトルから、この試料

の In 組成は 48%や 42%であることを見積もった。これら

の試料の導電性制御を意図し、イオン注入前後の試料に

対してホール効果測定を行った。その結果の一例を Fig. 

1に示す。Fig. 1の電流電圧特性、キャリア移動度、キャリ

ア密度はイオン注入前後で大きな変化がなく、また、これ

らの試料はいずれも n 形の導電性を示し、イオン注入の

有無が導電性に与える影響を見出すことはできなかった。

これらの試料の透過電子顕微鏡観察の結果から、注入し

た元素 A は InxGa1-xAs 層の膜厚 2 μm に対し、試料表

面から約 160 nm の深さにしか分布していないことが明ら

かになった。イオン注入前後の電気的特性に大きな変化

が見られなかったのは、イオン注入後の試料の元素 A が

注入されていない InxGa1-xAs 部の特性が反映されたこと

に因ると考えている。今後は元素 A を含んだ GaAs 系混

晶半導体をMBE成長できるようにし、導電性制御に挑戦

する計画である。 

 

４．その他・特記事項（Others） 

 本課題の実施に際し、ホール効果測定にご協力くださ

いました山田真司氏に感謝致します。 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

  該当なし 

６．関連特許（Patent） 

該当なし 

Fig. 1 I-V characteristics of InxGa1-xAs grown 
or deposited at 160 ˚C before and after ion 
implantation.  


